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１．概要（Summary） 

SiC(炭化ケイ素、シリコンカーバイド)はワイドギャップ半

導体と呼ばれ、バンドギャップが広いことで高温・高放射

線耐性が高い。そのため現在半導体デバイスに広く用い

られているSiでは満足に動作できない領域での動作を期

待されている。 

しかし、SiC を用いた半導体デバイスの作製には未だ

課題があり、その一つとしてイオン注入の際不純物分布

深さがシミュレーション結果より深く、閾値電圧の変

化などの問題を発生させている。その原因はイオン・チ

ャネリング現象によるものだと考えられる。それを防ぐため

に従来のイオン注入角 4°からイオン注入角を変えること

でイオン注入の高精度化を図ろうとしている。 

今回の実験では、イオン注入の前にチャネリングが起こ

りにくいイオン注入角を探すためにラザフォード後方散乱

分析法(RBS)のチャネリング測定を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱(RBS)測定装置 

【実験方法】 

  1 cm角 4H-SiC基板に対して RBSのチャネリング測

定を行った。基板を回転させた方向は、angle1：{11̅00} 

に平行な方向、angle2：{12̅10} に平行な方向、そして 

angle3：{11̅00} と {12̅10} の中間の面に平行な方向

の 3angle に回転させて行い、イオン・チャネリング

現象が起こりにくいイオン注入角を求めた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig.1 に各 angle の RBS のチャネリング測定の結果を

示す。縦軸は後方散乱イオン数で、横軸は 4H-SiC 基

板に対するイオンビーム入射角である。従来のイオン

注入角 angle1 の 4°は付近にディップ(後方散乱イオ

ン数の急激な低下)が見られ、イオン注入角の精度が高

くなければチャネリングを起こす可能性が高いこと

が分かる。 

 逆に周りにディップがない角度においてチャネリ

ングが抑制できると考えられ、イオン注入を高精度に

行うのに適していると考えられる。 
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Fig. 1. Channeling effect on 4H-SiC substrate 

 (RBS measurement) 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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